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１．概要（Summary） 

高誘電率ゲート絶縁膜(High-k)の技術課題としてそ

のイオン分極率の高さ故に、界面ダイポールによる遠

隔光学フォノン散乱によって、散乱強度が強くなるこ

とで、移動度低下が示唆されており、解決に向け,盛ん

に研究が行われている。上記のような課題解決には、

デバイス動作下での MIS 構造における内部電位の直

接観測が必要となると考えられる。そこで本研究では

デバイス動作下で、MIS構造における内部電位の観測

が可能な、バイアス印加硬 X 線光電子分光に注目し、

この手法を用いて、Au/SiO2/Si の MIS構造に対する

デバイス動作下での内部電位評価を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

酸化炉を用いて Siの熱酸化を行った。 

【実験方法】 

p-type Si 基板を HF エッチングにより自然酸化膜

を除去したのち、RCA 洗浄を行った。その後、熱酸

化炉にて 850℃で 7分間、パイロジェニック酸化によ

り SiO2熱酸化膜 15nm を製膜した。さらに、真空蒸

着法にて Au電極を表面(10nm)形成した。裏面も同様

に 1μm程度 Au電極を形成をした。これを SPring-8

の硬 X線光電子分光をもちいて分析を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. に電圧印加時におけるSi1sのスペクトルを示して

いる。電圧印加にともない Si1sピークがシフトしていること

が観察された。また、電圧印加に伴い高結合エネルギー

側の波形がブロードニングしていることが分かる。これは、

電圧印加により、酸化膜に電界が生じた結果と理解する

ことができる。 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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Fig. Si1s photoelectron spectroscopy for the 

sample of Au/SiO2/Si with applying bias of 0, -1, 

-2 and -3V 


